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我々はこれまでに Atomic-Layer-Deposition(ALD)法による Al2O3 膜[1-2]をゲート絶縁膜および

水素終端表面のパッシベーション膜とした MOSFET を作製しその特性を報告してきた。作製し

ている水素終端(C-H)ダイヤモンド MOSFET の構造を Fig. 1に示す。これまでに報告されている

C-H ダイヤモンド MESFET の耐圧の最高は 200 [V]である[3]。今回の研究では C-H ダイヤモン

ドMOSFET において、ソース・ドレイン間距離 13 [μm]、ゲート長 5 [μm]、ゲート・ドレイン間

距離 4 [μm]、Al2O3膜厚 200 [nm]のMOSFET で最大ドレイン電流が 24.3 [mA/mm]（Fig. 2）、絶縁

破壊電圧345 [V]という結果が得られ(Fig. 3)、ソース・ドレイン間距離18 [μm]、ゲート長10 [μm]、

ゲート・ドレイン間距離 4 [μm]のMOSFET では 470 [V]の絶縁破壊電圧が得られた(Fig. 4)。これ

は、ゲート・ドレイン間における単位長さあたりの平均の電界としては 118 [V/μm]に相当するが、

最高で 137 [V/μm]という結果も得られており、フィールドプレート等の電界緩和構造を適用した

SiC や GaNの横型 FET と比較しても遜色ない値である[4]。MOSFET の絶縁破壊としては、ゲー

ト近傍に高電界が集中すると考えるとゲートのドレイン側でのゲート絶縁膜の絶縁破壊または

ゲート近傍のドレイン側のダイヤモンド表面での絶縁破壊が考えられる。また、ゲート・ドレイ

ン間距離 2 [μm]と 4 [μm]の MOSFET で耐圧を比較すると間隔の大きい 4 [μm]で高耐圧化の傾向

が得られており、ゲート・ドレイン間距離をさらに伸ばすことで MOSFET の高耐圧化が期待で

き、さらに耐圧構造を施したダイヤモンドパワーデバイスが十分に期待できる。発表では従来よ

りもゲート・ドレイン間距離を広くしたMOSFET の耐圧特性について報告する予定である。 
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   Fig.4  470 [V] Breakdown characteristic 

 

 

   Fig.1  MOSFET structure and current path 

 

 

   Fig.2  IDS-VDS characteristic 

 

   Fig.3  345 [V] Breakdown characteristic 
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